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(57)【要約】
　本発明は、金属製の物体（１）、特にスラブ、粗帯材
、帯材又は薄板を製造する方法に関し、この方法では、
物体（１）を送り方向（Ｆ）に、まずはデスケーラ（２
）を通して、これに続いて圧延機（３）を通して送り、
その際、圧延機（３）は、少なくとも１つの圧延スタン
ド（４）、特に送り方向（Ｆ）で最初の圧延スタンド（
Ｆ１）を有し、物体（１）が、デスケーラ（２）におい
て、物体（１）の上面をデスケーリングする少なくとも
１つの上側のノズル列（５）と、物体（１）の下面（８
）をデスケーリングする少なくとも１つの下側のノズル
列（７）とによって処理される。デスケーラ又はデスケ
ーラにおけるデスケーリングのプロセスを最適化するこ
とによって、製品特性及び設備特性を改善するために、
本発明では、方法が、ａ）最初の圧延スタンド（Ｆ１）
の位置に存在する、物体（１）の上面（６）における二
次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ）を特定し、最初の圧
延スタンド（Ｆ１）の位置に存在する、物体（１）の下
面（８）における二次スケール層の厚さ（ｓｕｎｔｅｎ

）を特定する、ステップと、ｂ）送り方向（Ｆ）で最後
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の物体（１）、特にスラブ、粗帯材、帯材又は薄板を製造する方法であって、
　物体（１）を送り方向（Ｆ）に、まずはデスケーラ（２）を通して、これに続いて圧延
機（３）を通して送り、その際、圧延機（３）は、少なくとも１つの圧延スタンド（４）
、特に送り方向（Ｆ）で最初の圧延スタンド（Ｆ１）を有し、物体（１）が、デスケーラ
（２）において、物体（１）の上面をデスケーリングする少なくとも１つの上側のノズル
列（５）と、物体（１）の下面（８）をデスケーリングする少なくとも１つの下側のノズ
ル列（７）とによって処理される、方法において、
　方法は、
ａ）少なくとも１つの圧延スタンドの位置に、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）の位置に
、又は少なくとも１つの圧延スタンドの手前の、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）の手前
の規定の位置に存在する、物体（１）の上面（６）における二次スケール層の厚さ（ｓｏ

ｂｅｎ）を特定し、少なくとも１つの圧延スタンドの位置に、特に最初の圧延スタンド（
Ｆ１）の位置に、又は少なくとも１つの圧延スタンドの手前の、特に最初の圧延スタンド
（Ｆ１）の手前の規定の位置に存在する、物体（１）の下面（８）における二次スケール
層の厚さ（ｓｕｎｔｅｎ）を特定する、ステップと、
ｂ）送り方向（Ｆ）で最後の上側のノズル列（５）と送り方向（Ｆ）で最後の下側のノズ
ル列（７）との間の距離（ａ）を確定し、その結果、物体（１）の上面（６）における二
次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ）と物体（１）の下面（８）における二次スケール層の
厚さ（ｓｕｎｔｅｎ）との差が、前記位置で、所定の値より下回る、ステップと、
を有することを特徴とする、方法。
【請求項２】
　物体（１）についての規定のプロダクトミックスを考慮し、それについての平均距離（
ａ）を決定することによって、請求項１のステップｂ）による確定を行うことを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上面及び下面の二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ、ｓｕｎｔｅｎ）の特定を、少なく
とも１つの圧延スタンドの位置で、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）の位置で、又は少な
くとも１つの圧延スタンドの手前の、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）の手前の規定の位
置で計測することよって行うことを特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　上面及び下面の二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ、ｓｕｎｔｅｎ）の特定を、プロセ
スモデルに基づく数値シミュレーションによって行うことを特徴とする、請求項１又は２
に記載の方法。
【請求項５】
　数値シミュレーションは、デスケーラ（２）を通過して圧延機（３）に至るまでの物体
（１）の上面及び下面の温度経過を計算することを含むことを特徴とする、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　上面及び下面の二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ、ｓｕｎｔｅｎ）の数値シミュレー
ションは、関係式
【数１】

式中
　ｓは、二次スケール層の厚さ
　ｋＰは、スケール係数
　ｔは、デスケーリングの終了以降の酸化時間
による厚さ（ｓｏｂｅｎ、ｓｕｎｔｅｎ）の特定を含むことを特徴とする、請求項４又は
５に記載の方法。
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【請求項７】
　送り方向（Ｆ）で最後の上側のノズル列（５）と送り方向（Ｆ）で最後の下側のノズル
列（７）との間の距離（ａ）を、最小で０．２ｍ、好適には最小で０．３ｍに選択するこ
とを特徴とする、請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　送り方向（Ｆ）で最後のノズル列（５、７）と少なくとも１つの圧延スタンド、特に最
初の圧延スタンド（Ｆ１）との間の距離（ｂ）が、最大で６．０ｍ、好適には最大で４．
０ｍであることを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）への進入時に、物体
（１）の上面（６）における二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ）と物体（１）の下面（
８）における二次スケール層の厚さ（ｓｕｎｔｅｎ）との差の所定の値が、関係式
　　　｜（ｓｏｂｅｎ―ｓｕｎｔｅｎ）｜／ｓＭｉｔｔｅｌ＊１００％≦１５％
式中、
ｓＭｉｔｔｅｌ＝（ｓｏｂｅｎ＋ｓｕｎｔｅｎ）／２
に従って決定されることを特徴とする、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　デスケーラ（２）と少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタンド（Ｆ１）
との間の領域における物体（１）の温度を、少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の
圧延スタンド（Ｆ１）への進入時に、上面（６）における物体（１）の温度（Ｔｏｂｅｎ

）と下面（８）における物体（１）の温度（Ｔｕｎｔｅｎ）とについて、
　　　　｜（Ｔｏｂｅｎ―Ｔｕｎｔｅｎ）｜／ＴＭｉｔｔｅｌ＊１００％≦３％
式中、
ＴＭｉｔｔｅｌ＝（Ｔｏｂｅｎ＋Ｔｕｎｔｅｎ）／２（温度℃）
が成り立つように調整することを特徴とする、請求項１から９のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１１】
　物体（１）を、デスケーラ（２）と少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延ス
タンド（Ｆ１）との間の領域において、付加的に水で冷却することを特徴とする、請求項
１から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　デスケーラ（２）において、物体（１）の上面と物体（１）の下面とで異なるノズルサ
イズを用いることを特徴とする、請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　デスケーラ（２）において、物体（１）の下面に対して、必要に応じて起動される他の
ノズル列を設けることを特徴とする、請求項１から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　圧延機（２）への物体（１）の引込速度及び／又は物体（１）の材料に依存して、物体
（１）の上面及び／又は下面において複数のノズル列（５、７）の少なくとも１つにおい
て吐出される水の水量及び／又は圧力レベルを個別に調整する、特に低減することを特徴
とする、請求項１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属製の物体、特にスラブ、粗帯材、帯材又は薄板を製造する方法に関し、
この方法では、物体を送り方向に、まずはデスケーラを通して、これに続いて圧延機を通
して送り、その際、圧延機は、少なくとも１つの圧延スタンド、特に送り方向で最初の圧
延スタンドを有し、物体が、デスケーラにおいて、物体の上面をデスケーリングする少な
くとも１つの上側のノズル列と、物体の下面をデスケーリングする少なくとも１つの下側
のノズル列とによって処理される。
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【背景技術】
【０００２】
　物体は、圧延機において、いくつかの圧延スタンドを通ってガイドされることが多い。
ただし、特にステッケルミルの場合、単一の圧延スタンドの使用も可能である。
【０００３】
　金属帯材の製造に際して、帯材温度管理、スケール特性ひいては製品品質及び帯材移動
安定性に課せられる要求がますます高まっている。調査の結果、温度管理だけでなく、と
りわけ後続の圧延プロセスのためのデスケーラの後のスケール成長が前述の特性に影響を
及ぼすことが判明した。とりわけ帯材の上面と下面とでスケール層厚が異なると、圧延変
形時、ロール粗さがそれぞれ異なるとき、ＰＶ圧延作用、スキー形成（湾曲）及び圧延モ
ーメントの誤った調整がもたらされ、そして後の圧延プログラム経過において、上面と下
面とで異なる帯材粗さ及び不都合な二次スケール効果がもたらされることが分かった。
【０００４】
　熱間圧延機の運転時、デスケーリング装置の使用が知られている。高圧ウォータージェ
ットを用いてスケールを除去した後、後続送りに際してすぐに新たな二次スケール層が生
成される。その際、スケール厚の成長速度は、設備条件及びプロセス条件に依存する。上
面では、帯材又はスラブは、デスケーラの領域で、水に濡らされている、又は水がそこに
留まり、下面では、塗布された水が直接に再び落下する。したがって、デスケーラ部分を
通過するとき、通常、上面と下面とで異なる帯材温度が生じる。その結果、異なるスケー
ル層厚が生じてしまう。
【０００５】
　欧州特許第１３６５８７０号明細書には、どのようにして、デスケーラの領域及びデス
ケーラの後方で、帯材の上面と下面との均整のとれた温度分布を調整することによって、
条件を改善することができるのかすでに記載されている。しかし、その手段は、圧延設備
及び帯材に関す最適な条件を調整することができるには十分ではない。それどころか、ス
ケール生成特性を一緒に考慮し、的確に影響を及ぼす必要がある。
【０００６】
　さらに他の手段は、欧州特許第１０３４８５７号明細書、特開平０１－２０５８１０号
公報、特開２００１－９５２０号公報及び特開２００１－４７１２２号公報に開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許第１３６５８７０号明細書
【特許文献２】欧州特許第１０３４８５７号明細書
【特許文献３】特開平０１－２０５８１０号公報
【特許文献４】特開２００１－９５２０号公報
【特許文献５】特開２００１－４７１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の根底を成す課題は、前述の欠点を低減することができるように、冒頭で述べた
方法を発展させることである。したがって、デスケーラ又はデスケーラにおけるデスケー
リングの過程の最適化によって、製品特性及び設備特性の向上を図っている。これにより
、特に二次スケール生成に影響を及ぼすことができるはずである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によるこの課題を解決する手段は、方法が、
ａ）少なくとも１つの圧延スタンドの位置に、特に最初の圧延スタンドの位置に、又は少
なくとも１つの圧延スタンドの手前の、特に最初の圧延スタンドの手前の規定の位置に存
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在する、物体の上面における二次スケール層の厚さを特定し、少なくとも１つの圧延スタ
ンドの位置に、特に最初の圧延スタンドの位置に、又は少なくとも１つの圧延スタンドの
手前の、特に最初の圧延スタンドの手前の規定の位置に存在する、物体の下面における二
次スケール層の厚さを特定する、ステップと、
ｂ）送り方向で最後の上側のノズル列と送り方向で最後の下側のノズル列との間の距離を
確定し、その結果、物体の上面における二次スケール層の厚さと物体の下面における二次
スケール層の厚さとの差が、前述の位置で、所定の値より下回る、ステップと、
を有することを特徴とする。
【００１０】
　その際、好適には、物体についての規定のプロダクトミックスを考慮し、それについて
の平均距離を決定することによって、上述のステップｂ）による確定を行う。
【００１１】
　上面及び下面の二次スケール層の厚さの特定は、少なくとも１つの圧延スタンドの位置
で、特に最初の圧延スタンドの位置で、又は少なくとも１つの圧延スタンドの手前の、特
に最初の圧延スタンドの手前の規定の位置で計測することよって行うことができる（この
規定の位置とは、二次スケール層の厚さを特定するために選択される又は確定される最初
の圧延スタンドの直ぐ手前の位置であってよい）。
【００１２】
　しかも、上面及び下面の二次スケール層の厚さの特定を、プロセスモデルに基づく数値
シミュレーションによって行うこともできる。この場合、数値シミュレーションは、デス
ケーラを通過して圧延機に至るまでの物体の上面及び下面の温度経過の計算を含むことを
想定してよい。さらに、有利には、上面及び下面の二次スケール層の厚さの数値シミュレ
ーション又は計算は、関係式
【数１】

式中
　ｓは、二次スケール層の厚さ
　ｋＰは、スケール係数
　ｔは、デスケーリングの終了以降の酸化時間
による厚さの特定を含むことが想定されている。
【００１３】
　スケール厚を特定するための上述の式は、シミュレーションモデルで用いることができ
る。温度及び材料に依存する前述のスケール係数は、実験により決定する又は文献から取
り出すことができる。スケール係数は、当業者による相応の調査によって経験的に決定す
ることもできる。
【００１４】
　代替的に、スケール厚を特定するための他のモデルを用いることもできる。
【００１５】
　送り方向で最後の上側のノズル列と送り方向で最後の下側のノズル列との間の距離は、
好適には最小で０．２ｍ、特に好適には最小で０．３ｍに選択される。
【００１６】
　一方、送り方向で最後のノズル列と少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延ス
タンドとの間の距離は、好適には最大で６．０ｍ、特に好適には最大で４．０ｍである。
【００１７】
　少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタンドへの進入時に、物体の上面に
おける二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ）と物体の下面における二次スケール層の厚さ
（ｓｕｎｔｅｎ）との差の所定の値が、好適には、関係式
　　　｜（ｓｏｂｅｎ―ｓｕｎｔｅｎ）｜／ｓＭｉｔｔｅｌ＊１００％≦１５％
式中、
ｓＭｉｔｔｅｌ＝（ｓｏｂｅｎ＋ｓｕｎｔｅｎ）／２
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に従って決定される。
【００１８】
　好適には、デスケーラと少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタンドとの
間の領域における物体の温度を、少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタン
ドへの進入時に、上面における物体の温度（Ｔｏｂｅｎ）と下面における物体の温度（Ｔ

ｕｎｔｅｎ）とについて、
　　　　｜（Ｔｏｂｅｎ―Ｔｕｎｔｅｎ）｜／ＴＭｉｔｔｅｌ＊１００％≦３％
式中、
ＴＭｉｔｔｅｌ＝（Ｔｏｂｅｎ＋Ｔｕｎｔｅｎ）／２
が成り立つように調整する。
その際、温度は、℃で用いられる。
【００１９】
　材料は、好適には、デスケーラと少なくとも１つの圧延スタンド、特に最初の圧延スタ
ンドとの間の領域において、付加的に水で冷却される。
【００２０】
　デスケーラにおいて、物体の上面と物体の下面とで異なるノズルサイズを用いることが
できる。
【００２１】
　物体の下面に対して、デスケーラにおいて、必要に応じて起動される他のノズル列を設
けることができる。
【００２２】
　最後に、圧延機への物体の引込速度及び／又は物体の材料に依存して、物体の上面及び
／又は下面において複数のノズル列の少なくとも１つにおいて吐出される水の水量及び／
又は圧力レベルが個別に調整される、特に低減されることが想定される。
【００２３】
　提案された構想は、手段の組合わせと周辺条件の規定とを想定しているので、均整のと
れた帯材温度に代えて、スケール生成又はスケール均整に的確に影響を及ぼすことが可能
であり、これにより、前述の課題設定の観点で、改善された方法を実現することができる
。
【００２４】
　図面には、本発明の実施例が示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来技術による金属製の帯材用の製造設備の一部を概略的に示し、デスケーラ及
びこれに続く圧延機の領域が示されていて、送り方向の経路において、帯材のそれぞれ上
面及び下面について、温度経過及び厚さが計算された二次スケールの生成が示されている
。
【図２】図１に基づく描画で、本発明による解決手段の対応する図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図面には、帯材１（又はスラブ、粗帯材、薄板）が示唆されていて、帯材１は、デスケ
ーラ２において、帯材１の上面６及び帯材１の下面８でデスケーリングされる。そのよう
にスケール除去された又はデスケーリングされた帯材は、送り方向Ｆに圧延機３に供給さ
れ、そこで圧延される。圧延機３は、本実施例では、圧延機３のいくつかの圧延スタンド
４を有し、図面では圧延スタンド４のうち１つ、つまり最初の圧延スタンドＦ１だけが示
されている。
【００２７】
　デスケーラ２は、上側のノズル列５と下側のノズル列７とを有し、これらのノズル列は
、帯材１の対応する面をそれぞれスケール除去する又はデスケーリングするために設けら
れている。帯材を送るために、ロール対偶９及びロール対偶１０が設けられている。実施
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例では、デスケーラ２は、その上さらに他の上側のノズル列１１と他の下側のノズル列１
２とを有する。それぞれ異なるノズル列によって、水Ｗが、帯材１の上面と下面とに塗布
される。
【００２８】
　図１は、従来技術による製造ラインの形態で圧延機３の手前に位置する２列のデスケー
ラ２の一例について示す。帯材表面温度（Ｔｏ／ｕ）がどのように経過し得るか示されて
いる。特に注目すべきは、それぞれの最後のデスケーラ噴射バー５又は７と製造ライン３
との間のスケール成長である。図１に示されているように、２つのデスケーリング列５及
び７が、互いに上下に配置されているとき、圧延機３の最初の圧延スタンド４に対する距
離（Ｆ１）が等しく表面温度Ｔｏ／ｕが異なる周辺条件では、冒頭で述べた問題を招いて
しまう、異なるスケール層厚ｓｏ／ｕが形成される。とりわけ、上面と下面との間のスケ
ール層厚の違いは不都合であり、本発明によれば、最小化する又は特定の範囲内に保たれ
るべきである。
【００２９】
　帯材１の上面６と帯材１の下面８との間のスケール層厚の差を小さくしたい又は理想的
には圧延プロセス時にそれらを等しく調整したいとき、図２に、本発明による例に従って
示されているように、上側のデスケーリング列５と下側のデスケーリング列７とを、送り
方向Ｆに所定の形で互いにずらして、下側の列７が製造ライン３の手前で又は特に最初の
圧延スタンドＦ１の手前でより近くに位置するように配置することができる。これは、図
２に、距離ａによって表されている。スケール生成の法則性を適切に考慮すると、スケー
ル条件を最適化することができ、これについては、以下に、具体的な実施例で表されてい
る。
【００３０】
　帯材１の上面６の温度経過（Ｔｏ）及び帯材１の下面８の温度経過（Ｔｕ）と、帯材１
の上面６におけるスケール層の生成厚（ｓｏ）及び帯材１の下面８におけるスケール層の
生成厚（ｓｕ）を有する重要なスケール成長とが、図２に示されていて、そしてこれは計
算することができる。ゆえに、デスケーリング列と圧延スタンドＦ１との間の距離ｂと、
下側のデスケーリング列に対する上側のデスケーリング列の距離ａとは、スケール層厚が
後続の１つ又は複数の圧延変形加工にとって最適であるように確定することができる。す
なわち、スケール層厚ｓｏ／ｕの違いは、圧延スタンドにおける帯材の上面と下面との層
厚の差が所定値を下回るように調整される。
【００３１】
　圧延ライン内において、また圧延ライン３に至るまでかつ圧延ライン３内でのデスケー
ラ２の領域でも、温度変化をプロットするために、プロセスモデルが用いられる。計算さ
れた温度経過を知った上で、以下のスケールモデル又はスケール式を用いてスケール成長
を計算することができる。
　　　ｓ＝ｋｐ＊（ｔ）０．５

式中、
ｓは、スケール層厚（前回のデスケーリング後に０で始まる）
ｔは、酸化時間（前回のデスケーリング後に始まる）
ｋｐは、帯材表面温度と帯材材料と周辺条件（水、空気）とに依存するスケール係数。
【００３２】
　圧延ライン３の設計は、生産割合に基づいて重み付けされ、プロダクトミックスに関し
て特定された、デスケーラ２と圧延ライン３との間の引込速度と表面温度とについて以下
の最適に規定される条件が調整可能であるように行われる。
【００３３】
　上側のデスケーラ噴射バー５と下側のデスケーラ噴射バー７とは、下側の噴射バーが最
後に配置されているように、互いにずらして配置されている（距離ａ）。この場合、最後
のデスケーラ噴射バー７と圧延スタンドＦ１との間の距離ｂと、上側の噴射バー５と下側
の噴射バー７との間の距離ａとは、互いに、圧延ライン（例えば製造ライン３のスタンド
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Ｆ１）に進入するときのスケール厚が、平均で、上面と下面とで好適には同一である、又
は上面と下面との間の計算されたスケール層厚（値）の差Δｓが、平均スケール層厚の１
５％より小さい（図２の最後のデスケーリング列７から圧延スタンドＦ１の距離範囲参照
）。
【００３４】
　この場合、最初の圧延スタンドＦ１に進入するときの二次スケール層の厚さに関する関
係式
　ｓＭｉｔｔｅｌ＝（ｓｏｂｅｎ＋ｓｕｎｔｅｎ）／２
　Δｓ＝｜（ｓｏｂｅｎ―ｓｕｎｔｅｎ）｜／ｓＭｉｔｔｅｌ＊１００％
が成り立つ。式中、
ｓＭｉｔｔｅｌは、帯材の上面／下面の平均のスケール層厚
ｓｏｂｅｎは、上面におけるスケール層厚
ｓｕｎｔｅｎは、下面におけるスケール層厚
Δｓは、計算されたスケール層厚の差の百分率。
【００３５】
　上面及び下面におけるスケール成長をさらに最適化するため、また平均的な条件（引込
速度、温度）から逸脱した場合の設計上のかつ／又は日常的な使用上の前述の目的を保つ
ために、デスケーラ２と圧延ライン３との間に付加的な高圧冷却装置及び／又は低圧冷却
装置が配置されている（図示されていない）。これらの冷却装置は、圧延スタンドＦ１の
位置又は圧延スタンドＦ１の直ぐ手前の規定された基準位置において帯材１の上面６と下
面８とでスケール層厚をできるだけ等しくする目的に近づけるために、プロセスモデルの
結果に依存して起動される。
【００３６】
　さらに、デスケーラ２と圧延ライン３との間に付加的な帯材冷却部が存在する又はしな
い、デスケーラ２の後方の表面温度経過は、帯材１の上面６と下面８との間の温度差（値
）が圧延スタンドにおける平均の表面温度の３％より小さい表面温度を生じさせるべきで
ある。
【００３７】
　この場合、以下の関係式
　ＴＭｉｔｔｅｌ＝（Ｔｏｂｅｎ＋Ｔｕｎｔｅｎ）／２
　ΔＴ＝｜（Ｔｏｂｅｎ―Ｔｕｎｔｅｎ）｜／ＴＭｉｔｔｅｌ＊１００％
が成り立つ。式中、
ＴＭｉｔｔｅｌは、上面／下面の平均の帯材温度
Ｔｏｂｅｎは、上面における帯材温度
Ｔｕｎｔｅｎは、下面における帯材温度
ΔＴは、圧延スタンドにける計算された帯材温度の差の百分率。
その際、温度は℃で用いられる。
【００３８】
　デスケーラ２及び圧延ライン３の領域における最適な条件のために、計算から、好適に
は以下の距離が得られる。
【００３９】
　デスケーラ２の上側の噴射列５と下側の噴射列７との間の距離ａは、好適には０．２ｍ
より大きく、特に好適には０．３ｍより大きい。
【００４０】
　最後のデスケーラ噴射列７とこれに続く圧延スタンドＦ１との間の距離ｂは、好適には
６ｍ以下、特に好適には４ｍ以下である。
【００４１】
　デスケーリング条件ひいてはスケール層厚の状態を最適に調整するための他の調整要素
として、以下の追加措置を講じることができる。
【００４２】
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　帯材上面用のデスケーリングノズルは、帯材下面におけるノズルとは異なる。この場合
、特に、下側では上側よりも大きなノズルが使用される。この場合、これは、下面では、
帯材の表面の温度に所望の影響を及ぼすことができるように、より多くの量の水が塗布さ
れることを意味する。
【００４３】
　任意選択的に、第３のデスケーラノズル列を帯材の下面に設けてよい。第３のデスケー
ラノズル列は、周辺条件に応じて、プロセスモデルによって起動される。
【００４４】
　引込速度及び帯材材料に依存して、第１のデスケーリングノズル列は、上側のみ、下側
のみ又は両側で停止させることができる（これは複数列のデスケーラにも当てはまる）。
【００４５】
　引込速度及び帯材材料に依存して、上面及び／又は下面で第１のデスケーリングノズル
列及び／又は第２のデスケーリングノズル列（又は他のノズル列も）の水量及び／又は圧
力レベルを個別に低減することができる。
【００４６】
　デスケーラ２と圧延ライン３との間の付加的な冷却部が設置され、必要に応じて起動さ
れる。
【００４７】
　設備の設計、特にデスケーラから圧延スタンドの領域における距離の決定は、以下のス
テップで行われる。
【００４８】
　第１のステップで、まず、最後のデスケーリング列７から圧延ライン、つまり最初の圧
延スタンドＦ１までの間の距離が特定される（距離ｂ）。この距離は、好適には、二次ス
ケール生成を最小限に抑えるために、最小化される。
【００４９】
　次いで、第２のステップで、上側及び下側のデスケーラ噴射バー同士の距離（ａ）の決
定がなされるので、前述のスケール関係式及び／又は温度関係式の条件又は目的が満たさ
れている、又は上面と下面との間のスケール層厚の差が最小化されている。
【００５０】
　設備の設計に際して、スケール層厚の差を所望の範囲内に維持することができないとき
には、デスケーラ２と圧延ライン３との間に付加的な冷却部を設けなければならない、か
つ／又は前述の追加措置を実施しなければならない。
【００５１】
　所定の距離を有する既存の設備を運転するとき、様々な温度調整要素又はデスケーラ調
整要素（ノズル圧、水量）が用いられるので、前述の許容差が維持される。
【００５２】
　スケールモデルを間接的に支援するために、（最初の）圧延スタンドＦ１の手前及び／
又は後方の表面温度を計測し、計算値と比較することができる。計測された、上側の駆動
スピンドルと下側の駆動スピンドルとの間のモーメント差から、複数の帯材にわたって差
が持続する又は圧延プログラムの途中で増加するとき、圧延スタンドのワークロールの粗
さの差を間接的に推測することもできる。この計測値は、スケールモデル及びデスケーリ
ングパラメータ（水圧及び水量）の調整に関するフィードバックとして利用することもで
きる。
【００５３】
　好適には、デスケーラの圧力レベル又は水量とデスケーラの後方における付加的な冷却
部（存在するとき）とを最適に制御し、これにより上面と下面とのスケール層厚を等しく
する目的にできるだけ近づけるだけでなく、エネルギ消費量（つまり最小の水圧及び水量
）と帯材温度損失（最小の水量）を最小限に抑えることもできるプロセスモデルが提供さ
れる。圧力レベルを変化させるとともにエネルギを節約するために、ピストンポンプが推
奨される。
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【００５４】
　提案された本発明による構成によって、最初の圧延スタンドＦ１の位置について、延長
線が図２に記載された位置（Ｐｏｓ）を選択することができる。この位置は、デスケーラ
２に続いて圧延スタンドＦ１を配置するには最適な範囲（Ｏｐｔ）内にある。
【００５５】
　最適な範囲（Ｏｐｔ）では、前述にて要求されたような、二次スケール層の厚さの状態
について要求される条件が存在する。
【００５６】
　したがって、有利には、前述の距離は、圧延ポートフォリオに基づいて設計される。
【００５７】
　複数列のデスケーラでは、デスケーリング列を任意にオン又はオフすることができるよ
うに構想を適合させることができる。その際、圧力レベルは、プロセスに応じて、上側の
又は下側のそれぞれのノズル列において様々に調整することができる。
【００５８】
　デスケーラと製造ラインとの間に付加的な冷却部を設けて、必要に応じて起動すること
ができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　金属製の物体（スラブ、粗帯材、帯材、薄板）
　２　デスケーラ
　３　圧延機
　４　圧延スタンド
　５　上側のノズル列
　６　帯材の上面
　７　下側のノズル列
　８　帯材の下面
　９　ロール対偶
　１０　ロール対偶
　１１　他の上側のノズル列
　１２　他の下側のノズル列
　Ｆ　送り方向
　Ｆ１　最初の圧延スタンド
　ａ　上側のノズル列と下側のノズル列との間の（送り方向の）距離
　ｂ　最後のノズル列と最初の圧延スタンドとの間の（送り方向の）距離
　ｓｏｂｅｎ　帯材の上面における二次スケール層の厚さ
　ｓｕｎｔｅｎ　帯材の下面における二次スケール層の厚さ
　Ｔｏｂｅｎ　上面における帯材の温度
　Ｔｕｎｔｅｎ　下面における帯材の温度
　Ｗ　水
　Ｐｏｓ　最初の圧延スタンド（Ｆ１）の選択された位置
　Ｏｐｔ　デスケーラに続く圧延スタンド（Ｆ１）の配置に最適な領域
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
の上側のノズル列（５）と送り方向（Ｆ）で最後の下側のノズル列（７）との間の距離（ａ）を確定し、その結果、
物体（１）の上面（６）における二次スケール層の厚さ（ｓｏｂｅｎ）と物体（１）の下面（８）における二次スケ
ール層の厚さ（ｓｕｎｔｅｎ）との差が、前記位置で、所定の値より下回る、ステップと、を有する、ことが想定さ
れている。
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